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1. はじめに 我々はこれまでに、トップゲート有機電界効果トランジスタ (OFET) に可溶性低分子半

導体と高分子絶縁体の混合膜から自己組織的に形成される有機フローティングゲート (FG) 構造を用

いることで、OFET メモリの全ての有機層を塗布プロセスで作製できることを報告した[1]。また、半

導体層に p型高分子半導体の poly(3-hexylthiophene) (P3HT) を用いたメモリ素子においては、光生成し

た電子を有機 FGに蓄積させることで閾値電圧シフト量の増大や制御が可能となり、多ビット記録に応

用できることを報告した[2]。本研究では、暗状態で書込可能な有機メモリを開発することを目的とし、

電子・正孔の両キャリア伝導を示すドナーアクセプタ型高分子半導体 poly(N-alkyl diketopyrrolo- 

pyrrole-dithienylthieno[3,2-b]thiophene) (DPP-DTT) を用いて、有機 FG構造を有する塗布型 OFETメモリ

を作製し、特性評価を行った。 

2. 実験 図 1(a)に作製したトップゲート／ボトムコンタクト構造の OFETメモリの構造を示す。フォト

リソグラフィを用いて Cr密着層を有する Auソース－ドレイン電極を作製した後、DPP-DTTをスピン

コート法により塗布し有機半導体層を形成した。有機 FG構造の作製は、重量比 80:20で混合した絶縁

性高分子 polystylene (PS)／可溶性低分子半導体 6,13-bis(triisopropylsilylethynyl)pentacene (TIPS- 

pentacene) を有機半導体層 (DPP-DTT) 上にスピンコートし、熱処理を施すことで行った。制御ゲート

絶縁層として、CYTOPTM (AGC) をスピンコート

法により積層し、Al ゲート電極を真空蒸着によ

り作製した。Alゲート電極をマスクとして O2プ

ラズマを照射することにより素子分離を行った。 

3. 結果及び考察 図 1(b)に暗状態で書込／消去

を行った際のメモリ素子の伝達特性を示す。正の

ゲート電圧 VG = +60 Vを 5秒間印加することで、

伝達特性が正電圧側に 7.1 V程度シフトすること

が分かった。これは、電極から注入された電子が

PS に分散した TIPS-pentacene 分子に蓄積されて

いることを示唆している。この様な暗状態での良

好な書込特性は、より浅いLUMO準位 (－2.7~3.1 

eV) を有する P3HT を用いたメモリ[2]では得ら

れておらず、DPP-DTTの深い LUMO準位 (－3.5 

eV) や電子輸送性がメモリ特性に大きく関与す

ることが明らかとなった。図 1(c)に VG = 0 Vにお

けるオン、オフ状態の保持特性を示す。両対数表

示した保持特性からオン、オフ電流の外挿を行う

ことにより105秒以上の電荷保持が可能であるこ

とが分かった。当日は他のゲート絶縁膜や絶縁性

高分子の異なる電荷蓄積層を用いた結果も併せ

て報告する。 
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Fig. 1. (a) Device structure of solution-processed a 

DPP-DTT FET memory device with PS: 

TIPS-pentacene (80:20) composite film, (b) 

programming and erasing, and (c) retention 

characteristics.  
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